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本发明去除碳化硅基底上硅厚膜的方法属于

薄膜沉积技术领域，该方法是使用化学试剂去除

硅厚膜，先用碱和酸的溶剂将表面的有机污染物

去除，然后使用混合酸溶液将硅厚膜腐蚀、去除，

最后将碳化硅基底表面清洗干净。本发明的有益

效果是：该方法可以在不损伤碳化硅基底和表面

面形的前提下快速去除硅厚膜，克服了物理抛光

法带来的周期长、耗时多和容易改变碳化硅基底

的镜胚面形的技术风险问题，有效地提高了碳化

硅基底的加工效率，具有很高的实用价值。
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1.一种去除碳化硅基底上硅厚膜的方法，其特征在于：该方法包括如下步骤：

步骤一 ：将质量百分比浓度为 50%的氢氧化钠溶液与水按照体积比 1：10配置成溶液，

再用配好的氢氧化钠溶液清洁镀有硅厚膜的碳化硅基底 10分钟；

步骤二：将质量百分比浓度为 68% 的硝酸与水按照体积比 1：3 配置硝酸溶液，并用配

好的硝酸溶液清洁镀有硅厚膜的碳化硅基底 5分钟；

步骤三 ：将质量百分比浓度为 68% 的硝酸与质量百分比浓度为 40% 的氢氟酸按照体积

比 5：1配制成硝酸和氢氟酸的混合溶液；

步骤四：使用脱脂棉蘸取步骤三中配制好的硝酸和氢氟酸的混合溶液均匀涂于碳化硅

基底的硅厚膜上，对硅厚膜进行腐蚀溶解；

步骤五 ：待硅厚膜完全溶解后，使用脱脂棉蘸取碳酸钙粉末擦拭碳化硅基底表面以去

除残余液体，然后用清水冲洗碳化硅基底表面直至清洁；

步骤六 ：将碳化硅基底自然风干，然后检查碳化硅基底上的硅厚膜是否彻底清除；

步骤七 ：若碳化硅基底上的硅厚膜仍有残余，则重复第四步至第六步的过程；若碳化

硅基底上的硅厚膜已彻底清除，则继续进行步骤八；

步骤八 ：用脱脂棉蘸取氧化铈粉末擦拭碳化硅基底表面 10 分钟，然后用清水冲洗碳化

硅基底表面直至清洁；

步骤九 ：使用酒精超声清洗碳化硅基底 20分钟，完全去除碳化硅基底上的硅厚膜。

2. 如权利要求 1 所述的一种去除碳化硅基底上硅厚膜的方法，其特征在于：步骤五所

述的碳酸钙粉末是纯度大于 99.5%的高纯碳酸钙粉末。

3. 如权利要求 1 所述的一种去除碳化硅基底上硅厚膜的方法，其特征在于：步骤八所

述氧化铈粉末是纯度大于等于 99.99%的氧化铈粉末，其细度为中心粒径 1.5-1.8μm，最大

粒径不超过 11μm。

4. 如权利要求 1 所述的一种去除碳化硅基底上硅厚膜的方法，其特征在于：步骤九所

述酒精的质量百分比浓度大于等于 99.7%。
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一种去除碳化硅基底上硅厚膜的方法

技术领域

[0001] 本发明属于薄膜沉积技术领域，具体涉及一种去除碳化硅基底上硅厚膜的方法。

背景技术

[0002] 碳化硅材料是一种新型的反射镜镜胚材料，具有热稳定性好、比刚度高和近净尺

寸成型等优点。作为反射镜基底使用的碳化硅材料通常有 2 种：烧结碳化硅和反应烧结碳

化硅。烧结碳化硅是通过高温烧结的方法将粉状的碳化硅烧结成所需的形状，但是在烧结

的过程中会形成微孔，这些微孔即使经过精密的抛光也无法消除，当光照射到反射镜表面

时会形成体散射，从而影响反射效率。反应烧结碳化硅是通过在烧结的过程中加入硅来降

低微孔的产生，但是由于硅的加入，造成了反射镜表面同时存在碳化硅成分和硅成分，由于

碳化硅和硅的硬度及弹性模量等特性相差很大，使得抛光时两种成分的去除速率不同，导

致镜面在抛光后存在微台阶，当光入射到镜面时，会发生严重的表面散射，降低反射效率。

[0003] 碳化硅表面改性技术针对烧结碳化硅基底和反应烧结碳化硅基底的固有缺陷，在

其上镀制一层膜厚大于 10μm 的硅厚膜，再通过精细抛光这层硅厚膜，可以有效的消除烧

结碳化硅基底和反应烧结碳化硅基底的固有缺陷，消除散射，提高基底表面的质量。

[0004] 但是在光学加工阶段，有时会需要对碳化硅镜胚基底的面形精度进行修正，此时

就需要将用于表面改性的硅厚膜去除。如果使用常规的抛光方法，将会花费很多时间，而且

还存在面形改变的风险，因此需要一种快速有效的方法将表面改性的硅厚膜去除。

发明内容

[0005] 为了解决现有修正碳化硅基底的镜胚面形精度时，传统物理抛光方法周期长、耗

时多，且存在碳化硅基底的镜胚面形被改变风险的技术问题，本发明提供一种去除碳化硅

基底上硅厚膜的方法。

[0006] 本发明解决技术问题所采取的技术方案如下：

[0007] 一种去除碳化硅基底上硅厚膜的方法包括如下步骤：

[0008] 步骤一：将浓度为 50%的氢氧化钠溶液与水按照体积比 1：10配置成溶液，再用配

好的氢氧化钠溶液清洁镀有硅厚膜的碳化硅基底 10分钟；

[0009] 步骤二：将浓度为 68% 的硝酸与水按照体积比 1：3 配置硝酸溶液，并用配好的硝

酸溶液清洁镀有硅厚膜的碳化硅基底 5分钟；

[0010] 步骤三：将浓度为 68%的硝酸与浓度为 40%的氢氟酸按照体积比 5：1配制成硝酸

和氢氟酸的混合溶液；

[0011] 步骤四：使用脱脂棉蘸取步骤三中配制好的硝酸和氢氟酸的混合溶液均匀涂于碳

化硅基底的硅厚膜上，对硅厚膜进行腐蚀溶解；

[0012] 步骤五：待硅厚膜完全溶解后，使用脱脂棉蘸取碳酸钙粉末擦拭碳化硅基底表面

以去除残余液体，然后用清水冲洗碳化硅基底表面直至清洁；

[0013] 步骤六：将碳化硅基底自然风干，然后检查碳化硅基底上的硅厚膜是否彻底清
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除；

[0014] 步骤七：若碳化硅基底上的硅厚膜仍有残余，则重复第四步至第六步的过程；若

碳化硅基底上的硅厚膜已彻底清除，则继续进行步骤八；

[0015] 步骤八：用脱脂棉蘸取氧化铈粉末擦拭碳化硅基底表面 10 分钟，然后用清水冲洗

碳化硅基底表面直至清洁；

[0016] 步骤九：使用酒精超声清洗碳化硅基底 20 分钟，完全去除碳化硅基底上的硅厚

膜。

[0017] 本发明的有益效果是：该方法可以在不损伤碳化硅基底和表面面形的前提下快速

去除硅厚膜，克服了物理抛光法带来的周期长、耗时多和容易改变碳化硅基底的镜胚面形

的技术风险问题，有效地提高了碳化硅基底的加工效率，具有很高的实用价值。

附图说明

[0018] 图 1是本发明去除碳化硅基底上硅厚膜的方法的流程图。

具体实施方式

[0019] 下面结合附图对本发明做进一步详细说明。

[0020] 如图 1所示，本发明去除碳化硅基底上硅厚膜的方法包括如下步骤：

[0021] 步骤一：将质量百分比浓度为 50% 的氢氧化钠溶液与水按照体积比 1：10 稀释成

稀氢氧化钠溶液，再用配好的稀氢氧化钠溶液清洁镀有硅厚膜的碳化硅基底 10分钟；

[0022] 步骤二：将质量百分比浓度为 68% 的硝酸与水按照体积比 1：3 配置成稀硝酸溶

液，并用配好的稀硝酸溶液清洁镀有硅厚膜的碳化硅基底 5分钟；

[0023] 步骤三：将质量百分比浓度为 68% 的硝酸溶液与质量百分比浓度为 40% 的氢氟酸

溶液，按照体积比 5：1配制成硝酸和氢氟酸的混合溶液；

[0024] 步骤四：使用脱脂棉蘸取已配制好的硝酸和氢氟酸的混合溶液均匀涂于碳化硅基

底的硅厚膜上，对硅厚膜进行腐蚀溶解；

[0025] 步骤五：待硅厚膜完全溶解后，使用脱脂棉蘸取纯度大于 99.5% 的高纯碳酸钙粉

末擦拭碳化硅基底表面以去除残余液体，然后用清水冲洗碳化硅基底表面直至清洁；

[0026] 步骤六：将碳化硅基底自然风干，然后检查碳化硅基底上的硅厚膜是否彻底清除；

[0027] 步骤七：若碳化硅基底上的硅厚膜仍有残余，则重复第四步至第六步的过程；若

碳化硅基底上的硅厚膜已彻底清除，则继续进行步骤八；

[0028] 步骤八：用脱脂棉蘸取纯度大于等于 99.99%的中心粒径为 1.5-1.8μm，最大粒径

为 11μm 的氧化铈粉末擦拭碳化硅基底表面十分钟，然后用清水冲洗碳化硅基底表面直至

清洁；

[0029] 步骤九：使用浓度大于等于 99.7% 的酒精超声清洗碳化硅基底 20 分钟，完全去除

碳化硅基底上的硅厚膜。

[0030] 本发明去除碳化硅基底上硅厚膜的方法是使用化学试剂去除硅厚膜，先用碱和酸

的溶剂将表面的有机污染物去除，然后使用混合酸溶液将硅厚膜腐蚀、去除，最后将碳化硅

基底表面清洗干净。采用该方法去除碳化硅基底的硅厚膜，具有去除速度快、不损伤基底、

不损伤表面面形等优点，可以有效的提高碳化硅基底的加工效率，具有很高的实用价值。
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图 1
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